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(57)【要約】
この発明のある種の実施具体例は、熱処理されたガラス
基板によって支持される透明導電性インジウムスズ酸化
物（ＩＴＯ）膜を有する被覆品の製造技術に関する。実
質的に亜酸化のＩＴＯまたは金属インジウムスズ（Ｉｎ
Ｓｎ）膜をガラス基板上に室温でスパッタリング蒸着す
る。上に蒸着された状態の膜を有するガラス基板を昇温
する。熱による焼き戻し、または熱強化は、蒸着された
状態の膜を結晶透明導電性ＩＴＯ膜に変換する。有利な
ことに、このことは、例えば、金属モードにおけるＩＴ
Ｏ蒸着の一層高い速度のため、タッチパネル組立品のコ
ストが減少する可能性がある。フロートガラスの使用に
よってタッチパネル組立品のコストが一層減少する可能
性がある。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実質的に透明な基板を設け、
　インジウムスズ（ＩｎＳｎ）をターゲットとするスパッタリングによって、実質的に亜
酸化のインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）および／または金属モードのインジウムスズ膜で
直接的または間接的に基板を覆い、
　前記スパッタリングは、室温または室温に近い温度で行われ、
　実質的に亜酸化のＩＴＯおよび／または金属モードのインジウムスズ膜を有する前記基
板を熱処理して、実質的に亜酸化のＩＴＯおよび／または金属モードのインジウムスズ膜
の層を実質的に透明で導電性を有する結晶性の合成ＩＴＯ膜に変換する工程を備えた被覆
品の製造方法。
【請求項２】
　基板は、還元鉄ソーダ石灰フロートガラスである請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記スパッタリング後、実質的に亜酸化のインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）および／ま
たは金属モードのインジウムスズ膜は、アモルファスまたは部分的に結晶質のいずれかで
ある請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ＩｎＳｎターゲットは、９５／５から８０／２０までのＩｎ／Ｓｎ重量比を有する請求
項１に記載の方法。
【請求項５】
　合成ＩＴＯ膜は、約７０オーム／ｓｑ．よりも低いシート抵抗を有する請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　合成ＩＴＯ膜は、約５０オーム／ｓｑ．よりも低いシート抵抗を有する請求項１に記載
の方法。
【請求項７】
　アモルファスまたは部分的に結晶質のＩＴＯ膜またはＩｎＳｎ膜を有するガラス基板を
少なくとも約６００℃の温度で熱による焼き戻しを行うことにより前記熱処理をさらに行
う請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　アモルファスまたは部分的に結晶質のＩＴＯ膜またはＩｎＳｎ膜を有するガラス基板を
約６００℃の温度で熱強化することにより前記熱処理をさらに行う請求項１に記載の方法
。
【請求項９】
　前記基板および前記実質的に亜酸化のインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）および／または
金属モードのインジウムスズ膜間に緩衝層を配置する工程をさらに備えた請求項１に記載
の方法。
【請求項１０】
　前記バッファ層は、誘電材料からなる請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記基板および前記実質的に亜酸化のインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）および／または
金属モードのインジウムスズ膜間に窒化ケイ素からなる層を配置する工程をさらに備えた
請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　合成ＩＴＯ膜は、少なくとも約７０％の可視透過率を有する請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　合成ＩＴＯ膜は、少なくとも約７５％の可視透過率を有する請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記実質的に亜酸化のインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）層および／または金属モードの
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インジウムスズ膜は、（ＩｎＳｎ）xＯyからなり、０＜ｙ＜０．５、かつｘ＝１－ｙであ
る請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記実質的に亜酸化のインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）層および／または金属モードの
インジウムスズ膜は、（ＩｎＳｎ）xＯyからなり、０．１＜ｙ＜０．３、かつｘ＝１－ｙ
である請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記スパッタリングを実質的に純アルゴン環境で行う請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記スパッタリングを０から０．４まで、一層好ましくは０から０．１までの酸素対ア
ルゴン比を有する環境で行う請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　実質的に透明なソーダ石灰フロートガラス基板を設け、
　インジウムスズ（ＩｎＳｎ）をターゲットとするスパッタリングによって、中間膜で直
接的または間接的に基板を覆い、
　前記中間膜は、実質的に亜酸化のインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）および／または金属
モードのインジウムスズ膜からなり、
　前記スパッタリングは、室温または室温に近い温度で行われ、
　前記中間膜とともに基板を熱強化するか、または熱による焼き戻しを行って導電性を有
する結晶性の合成ＩＴＯ膜を作り、
　前記中間膜は、（ＩｎＳｎ）xＯyからなり、０＜ｙ＜０．５、かつｘ＝１－ｙであり、
　前記スパッタリングを０から０．４まで、一層好ましくは０から０．１までの酸素対ア
ルゴン比を有する環境で行う工程を備えた被覆品の製造方法。
【請求項１９】
　前記基板および前記中間膜間に誘電体バッファ層を配置する工程をさらに備えた請求項
１８に記載の方法。
【請求項２０】
　合成ＩＴＯ膜は、誘電体バッファ層とともに少なくとも約７０％の可視透過率を有する
請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　ディスプレイパネルを設け、
　ＩＴＯ被膜からなる被覆品を設け、
　被覆品は、インジウムスズ（ＩｎＳｎ）をターゲットとするスパッタリングによって直
接的または間接的に基板を覆う中間膜を有し、
　前記中間膜は、実質的に亜酸化のインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）および／または金属
モードのインジウムスズ膜からなり、
　前記スパッタリングは、室温または室温に近い温度で行われ、
　基板および中間膜を熱処理して導電性を有する結晶性の合成ＩＴＯ膜を作り、
　前記中間膜は、（ＩｎＳｎ）xＯyからなり、０＜ｙ＜０．５、かつｘ＝１－ｙであり、
　前記スパッタリングを０から０．４まで、一層好ましくは０から０．１までの酸素対ア
ルゴン比を有する環境で行う工程を備えたタッチパネルディスプレイ装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明のある種の実施具体例は、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）被覆品、および／
または前記ＩＴＯ被覆品の製造方法に関する。特に、この発明のある種の実施具体例は、
実質的に亜酸化（sub-oxidized）のＩＴＯまたは金属インジウムスズ膜をＩｎＳｎターゲ
ットからフロートガラス基板上に室温または室温近くでスパッタリング蒸着し、続く熱処
理によってフロートガラス基板をベースにしたＩＴＯ被覆品を製造するための技術に関す
る。ＩＴＯ被覆品は、例えば、タッチパネルディスプレイ組立品に組み込まれる場合があ
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る。
【背景技術】
【０００２】
　タッチパネルディスプレイは公知である。例えば、米国特許出願番号７，４３６，３９
３；７，３７２，５１０；７，２１５，３３１；６，２０４，８９７；６，１７７，９１
８；５，６５０，５９７を参照。各出願の内容全体は、参照により本明細書に組み込まれ
る。実際、例えば、抵抗性および容量性のタッチパネルディスプレイを含み、様々な種類
のタッチパネルディスプレイが現在入手可能である。
【０００３】
　一般に、容量性のタッチスクリーンは、一対のガラス層間に導電性薄膜を有する。電極
の狭いパターンをガラス層間に設置する。導電性膜は、例えば、パターンのあるインジウ
ムスズ酸化物（ＩＴＯ）または薄い金網であってもよい。一般に、スクリーンの各隅に取
り付けられた発振回路は、被膜内に低電圧の電場を誘導する。ガラススクリーンに触れる
とき、電場特性が変化する。タッチスクリーンの制御装置は、複数の電荷で電場の相対変
化を測定することによって、スクリーンとの接触点の座標を計算する。
【０００４】
　同様に、抵抗性のタッチスクリーンは、実質的に硬質の基板および可撓性カバーを一般
に備え、前記基板およびカバーはそれぞれ、通常、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）の透
明導電性材料で被覆された面を有する。基板およびカバーは互いに面した導電面で結合し
ているが、前記面の１つに配置された透明絶縁体のパターンによって生じた空隙により分
離している。利用者が可撓性カバーを押すと、カバーが変形して導電面が接触する。制御
装置は、接触点の座標における電圧降下を測定するように構成される。
【０００５】
　抵抗性および容量性のタッチセンサー方式は、基本的な電子ディスプレイのスクリーン
またはディスプレイ表面の前部に設置された透明なタッチセンサー式のパネルとして提供
される。例えば、タッチセンサー方式は、普通、例えば、ブラウン管（ＣＲＴ）および液
晶ディスプレイ（ＬＣＤ）を含む数種類のディスプレイに関連して使用される。
【０００６】
　図１は、従来の抵抗性のタッチパネル組立品１００の断面図である。ガラス基板１０２
を設ける。対角線において１５インチおよびそれより大きなディスプレイのサイズに対し
、ガラス基板は一般に１．７ｍｍ以上の厚みを有する。上を考慮すると、当然のことなが
ら、抵抗性または容量性のタッチパネル組立品の基本的要素の１つは、通常ＩＴＯである
第１の透明導電性酸化膜１０４で被覆されたガラス基板である。さらに、ＩＴＯ被覆ガラ
ス基板１０２は、例えば、１以上のスペーサ１０６によって別のＩＴＯ被覆品から分離し
ている。スペーサ１０６は、通常、しばしば実質的に均一に離れて配置される一連のガラ
ス玉を備えるが、他の種類のスペーサが時々用いられる場合がある。通常は、前記第２の
ＩＴＯ被覆品は、ＩＴＯの第２の導電性酸化膜１１２で被覆された、例えば、ポリエチレ
ン・テレフタレート（ＰＥＴ）のような可撓性のプラスチックフィルム１０８である。第
２の透明導電性酸化膜１１２は、上端から硬質被膜１１０で保護される。硬質被膜１１０
は、通常機械的耐久性があり（例えば、少なくとも幾分傷つきにくい）、かつ人間の手が
触れるときのへこみの低減を示す実質的に透明な層として設けられる。ＬＣＤ１１４また
は他の適当なディスプレイ装置は、ガラス基板１０２「より下」に設けられる。
【０００７】
　前記タッチパネルディスプレイが製造され、商業的に成功しているが、さらなる改善が
なお可能である。例えば、前記デバイスに使用されるガラス基板は通常、コーニングガラ
スのような高価なホウケイ酸塩である。多くの用途のため、タッチパネルのガラス成分は
、引張応力を増大させる化学的処理により強化される。これは、フロートソーダ石灰ガラ
スの熱による焼き戻しに代わる方法である。
【０００８】
　さらに、例えば、酸素ガスの存在下でイオン化したアルゴンを金属ＩｎＳｎターゲット
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に衝突させるとき、通常、反応モードでスパッタリング蒸着することによってＩＴＯ層を
形成し、実質的に均一かつほぼ化学量論のＩＴＯ膜でガラス基板を被覆する。インジウム
スズ酸化物をスパッタリングする代わりの方法は、ターゲットがすでに化学量論のＩＴＯ
から作られているとき、セラミックターゲットを使用することである。後者の場合、セラ
ミックターゲットの一層高価なコストのため、製品コストが増大する。しかしながら、い
ずれの場合においても、特にセラミックターゲットからのＩＴＯの蒸着速度が低いことが
知られており、それゆえ、製造コストがさらに増大する。
【０００９】
　さらに、スパッタリング蒸着された良質のＩＴＯを得るため、基板は通常蒸着中に１０
０～２５０℃まで加熱され、特別な塗工機構造を要する。
【００１０】
　それゆえ、当然のことながら、タッチパネル用のＩＴＯ被覆の速度を改善する技術にお
ける需要がある。当然のことながら、一層安価なガラス基板を有する低コストのＩＴＯ被
覆品に対応する製造技術における需要もある。いずれの場合においても、当然のことなが
ら、本明細書に記載される技術は、（例えば、タッチパネルディスプレイ以外の）幅広い
種類の用途に適した被覆品に関連して使用される可能性がある。
【００１１】
　この発明のある種の実施具体例において、被覆品の製造方法が提供される。実質的に透
明な基板を設ける。インジウムスズ（ＩｎＳｎ）をターゲットとするスパッタリングによ
って、実質的に亜酸化のインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）および／または金属モードのイ
ンジウムスズ膜で直接的または間接的に基板を覆う。スパッタリングは、室温または室温
に近い温度で行われる。基板を実質的に亜酸化のＩＴＯ層および／または金属モードのイ
ンジウムスズ膜とともに熱処理して、実質的に亜酸化のＩＴＯ層および／または金属モー
ドのインジウムスズ膜を、実質的に透明で導電性を有する結晶性の合成（resultant）Ｉ
ＴＯ膜に変換する。
【００１２】
　この発明のある種の実施具体例において、被覆品の製造方法が提供される。実質的に透
明なソーダ石灰フロートガラス基板を設ける。インジウムスズ（ＩｎＳｎ）をターゲット
とするスパッタリングによって、中間膜で直接的または間接的に基板を覆う。中間膜は、
実質的に亜酸化のインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）および／または金属モードのインジウ
ムスズ膜からなる。スパッタリングは、室温または室温に近い温度で行われる。中間膜と
ともに基板を熱強化するか、または熱による焼き戻しを行って導電性を有する結晶性の合
成ＩＴＯ膜を作る。中間膜は（ＩｎＳｎ）xＯyからなり、０＜ｙ＜０．５、かつｘ＝１－
ｙである。スパッタリングを０から０．４まで、一層好ましくは０から０．１までの酸素
対アルゴン比を有する環境で行う。
【００１３】
　この発明のある種の実施具体例において、タッチパネルディスプレイ装置の製造方法が
提供される。ディスプレイパネル（例えば、ＬＣＤまたは他の適当なディスプレイ）を設
ける。ＩＴＯ被膜からなる被覆品を設け、被覆品は、インジウムスズ（ＩｎＳｎ）ターゲ
ットによるスパッタリングによって直接的または間接的に基板を覆う中間膜を有する。中
間膜は、実質的に亜酸化のインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）および／または金属モードの
インジウムスズ膜からなる。スパッタリングは、室温または室温に近い温度で行われる。
基板および中間膜を熱処理して導電性を有する結晶性の合成ＩＴＯ膜を作る。中間膜は（
ＩｎＳｎ）xＯyからなり、０＜ｙ＜０．５、かつｘ＝１－ｙである。スパッタリングを０
から０．４まで、一層好ましくは０から０．１までの酸素対アルゴン比を有する環境で行
う。
【００１４】
　本明細書に記載された特徴、態様、利点、および実施具体例を組み合わせて、さらに別
の実施具体例を実現してもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００１５】
　これらおよび他の特徴ならびに利点は、以下の図に関連する典型的な具体例の詳細な説
明を参照することにより、一層良くかつ一層完全に理解される場合がある。
【００１６】
【図１】図１は、従来の抵抗性タッチパネル組立品の断面図である。
【００１７】
【図２】図２は、実施具体例による被覆品の製造方法の実例を示すフローチャートである
。
【００１８】
【図３】図３は、実施具体例による蒸着材料のＸ線回折（ＸＲＤ）の幾つかの例を示すグ
ラフである。
【００１９】
【図４】図４は、実施具体例による熱処理後の蒸着材料のＸ線回折（ＸＲＤ）を示すグラ
フである。
【００２０】
【図５】図５は、実施具体例による熱処理後の蒸着材料の光学定数を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　この発明のある種の実施具体例は、フロートソーダ石灰ガラス上にスパッタリング蒸着
されている実質的に亜酸化のＩＴＯまたは金属インジウムスズ膜の雰囲気中の熱処理の結
果として形成されるインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）の透明導電性酸化物（ＴＣＯ）層を
有する被覆品の製造技術に関する。特に、ある種の実施具体例は、タッチパネル組立品用
に熱強化され、または焼き戻しされたガラス基板によって支持された透明導電性のインジ
ウムスズ酸化物（ＩＴＯ）を有する被覆品の製造技術に関する。最初に、実質的に亜酸化
のＩＴＯまたは金属インジウムスズ（ＩｎＳｎ）膜を室温または室温近くでガラス基板上
にスパッタリング蒸着する。蒸着された状態の膜を上に有するガラス基板をその後昇温す
る。熱による焼き戻しまたは熱強化により、蒸着された状態の膜は結晶透明導電性ＩＴＯ
膜に変わる。有利なことに、このことは、例えば、金属モードにおけるＩＴＯ蒸着の一層
高い速度のため、組立品のコストの減少をもたらす。フロートガラスの使用によって、タ
ッチパネル組立品のコストがさらに減少する。
【００２２】
　ここで、特に添付図を参照。当該添付図において、幾つかの図を通して類似の参照符号
は、類似の部分／層を示す。図２は、実施具体例による被覆品の製造方法の実例を示すフ
ローチャートである。ステップＳ２０２において、実質的に透明な基板を設ける。ある種
の実施具体例において、実質的に透明な基板は、ガラス基板である。特に、ある種の実施
具体例において、実質的に透明な基板は、ソーダ石灰フロートガラスであってもよい。も
ちろん、ある種の実施具体例に関連して、他の実質的に透明な基板を使用してもよい。実
際、ある種の実施具体例において、還元鉄を含有するフロートガラス基板を使用する場合
がある。
【００２３】
　ステップＳ２０４において、インジウムスズ（ＩｎＳｎ）ターゲットのスパッタリング
によって、実質的に亜酸化のＩＴＯおよび／または金属モードのインジウムスズ膜をガラ
ス基板上に蒸着する。ある種の実施具体例において、ターゲットのＩｎ／Ｓｎ比は、約９
５／５から８０／２０まで、一層好ましくは９０／１０であってもよい。スパッタリング
は、室温または室温近くで、例えば、約１７～２５℃の温度、一層好ましくは約２０℃で
行われてもよい。蒸着過程を様々な環境下で行ってもよい。例えば、ある種の実施具体例
において、実質的に純粋なＡｒ環境下で蒸着過程を行う一方、ある種の実施具体例におい
ては、酸素含有雰囲気（例えば、酸素およびアルゴンの混合物）中で蒸着過程を行う。後
者の例において、酸素対アルゴン比は約０から１まで、一層好ましくは約０から０．４ま
で、さらに一層好ましくは約０から０．１まで変化してもよい。
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【００２４】
　室温または室温近くでスパッタリング蒸着するとき、実質的に亜酸化のＩＴＯまたは金
属ＩｎＳｎ膜は、可視光吸収がかなり高く、かつ高いシート抵抗を有する。しかしながら
、以下に一層詳細に説明されるように、可視光吸収およびシート抵抗は、熱処理後に減少
する場合がある。
【００２５】
　ターゲットの初期組成に依存して、蒸着材料（例えば、実質的に亜酸化のＩＴＯまたは
金属ＩｎＳｎ膜）は、アモルファス、ＩｎおよびＳｎの混合物、または様々な方向のＩＴ
Ｏ微結晶を有してもよい。この点に関して、図３は、実施具体例による蒸着材料のＸ線回
折（ＸＲＤ）の幾つかの例を示すグラフである。図３のグラフは、蒸着材料の結晶方向を
示す。（例えば、特定の角度で出力される光子または光線等を含む線の形状、ピーク間の
幅等）の「特徴」に基づき、（ａ）はアモルファス結晶構造を示し、（ｂ）はＩｎおよび
Ｓｎの混合物を示し、（ｃ）および（ｄ）は様々な方向のＩＴＯ微結晶を示す。このよう
に、スパッタリング後、ｘ＝１－ｙ、かつｙが約０から０．５まで、一層好ましくは０．
１から０．３まで、およびさらに一層好ましくは約０．２で、一般に（ＩｎＳｎ）xＯyか
らなる材料を蒸着する。
【００２６】
　当然のことながら、ある種の実施具体例において、１以上の追加の層上に前記中間膜を
スパッタリング蒸着してもよい。例えば、図示しない１以上のステップにおいて、例えば
、誘電体のような緩衝膜上に中間膜をスパッタリング蒸着してもよい。当該誘電体は、中
間膜およびガラス基板間に設けてもよい。このことは、実施具体例において利点がある場
合がある。窒化ケイ素またはシリコンオキシ窒化物のような誘電体は、ガラスから諸元素
（例えば、ソーダ石灰ガラスからアルカリ元素）の透明導電性酸化物（ＴＣＯ）ＩＴＯ層
へのマイグレーション（migration）の低減に役立つからである。
【００２７】
　ステップＳ２０６において、スパッタリングによって被覆したガラス基板を熱処理して
、実質的に亜酸化のＩＴＯおよび／または金属モードのインジウムスズ膜を、実質的に透
明で導電性結晶ＩＴＯ膜に変える。言い換えれば、熱処理過程は、すでに蒸着された膜の
酸化を増大させる可能性がある。本明細書に記載された熱処理は、例えば、熱強化または
熱による焼き戻しを含む。それゆえ、ある種の実施具体例において、蒸着された状態のイ
ンジウムスズまたはインジウムスズ酸化物膜を有するガラス基板を適切なサイズにカット
し、その後６００℃を上回る温度で熱的に強化し、続いて空気焼き入れをして、強化され
たガラス基板上に導電性透明ＩＴＯ膜を形成してもよい。熱的強化は、少なくとも約５８
０℃、一層好ましくは少なくとも約６００℃、しばしば少なくとも約６２０または６４０
℃の温度で焼き戻し炉内において、上に蒸着された状態の膜を有するガラス基板の加熱を
伴ってもよい。この発明のある種の実施具体例において、膜を上に有するガラス基板は、
少なくとも約２分間、一層好ましくは、少なくとも約５分間焼き戻し炉内にあってもよい
。
【００２８】
　同様に、この発明のある種の実施具体例において、蒸着された状態のインジウムスズま
たはインジウムスズ酸化物膜を有するガラス基板を６００℃前後の温度で熱強化し、その
後適当なサイズにカット（または、熱強化前に適当なサイズにカット）し、強化されたガ
ラス基板上に導電性透明ＩＴＯ膜を形成してもよい。
【００２９】
　熱処理（例えば、熱による焼き戻しまたは熱強化）は、蒸着された状態の膜を現在作ら
れているＩＴＯに似た光学定数を有する結晶透明導電性膜に変える。例えば、図４は、実
施具体例による熱処理後に蒸着された材料のＸ線回折（ＸＲＤ）を示すグラフである。図
４のグラフは、一般にＴＣＯ、特にＩＴＯ特有の結晶構造に似ている。さらに、図５は、
実施具体例による熱処理後の蒸着材料の光学定数を示すグラフである。図５の例において
、屈折率（ｎ）は、実質的に可視スペクトル（例えば、約４００～７００ｎｍ波長）の全
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いても約２である。一方、吸光係数（ｋ）は高いが、可視スペクトルの実質的全てにわた
って、そしてＮＩＲスペクトルにおいても０に近い値に急落する。言い換えれば、ＩＴＯ
材料の減衰すなわち吸収効果は、熱処理後極めて低い。
【００３０】
　実際、ある種の実施形態において、ＩＴＯの屈折率（ｎ）は、好ましくは約１．８～２
．２である。一方、ＩＴＯの吸光係数（ｋ）は、好ましくは約０．５より低く、一層好ま
しくは約０．３より低く、一層好ましくは０．２より低い。上述の通り、ＩＴＯ被膜のシ
ート抵抗および可視透過率が低減される。すなわち、ある種の実施形態において、シート
抵抗は、約７０オーム／ｓｑ．より低く、一層好ましくは約５０オーム／ｓｑ．より低い
。一方、ＩＴＯ（および／またはＩＴＯに関連して設けられる追加の層）の可視透過率は
、少なくとも約７０％、一層好ましくは少なくとも約７５％、さらに一層好ましくは少な
くとも約８０％である。
【００３１】
　層、膜、または材料は、別の層、膜、または材料「上にある」または「によって支持さ
れる」ものと考えられるが、当然のことながら、追加の層、膜、および／または材料をそ
れらの間に設けてもよい。言い換えれば、層、膜、または材料は、直接互いに隣接してい
ない別の層、膜、または材料「上にある」または「によって支持される」ものと考えても
よい。
【００３２】
　さらに、ある種の実施具体例は、タッチパネルディスプレイに関するものと記載されて
いるが、当然のことながら、本明細書に記載されている技術を他の用途に適用してもよい
。例えば、実質的に亜酸化のインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）および／または金属モード
のインジウムスズ膜からなる中間膜を、直接的または間接的に基板上に蒸着し、合成ＩＴ
Ｏからなる膜を作る技術を幅広い種類の用途に関連して使用してもよい。
【００３３】
　この発明のある種の実施具体例において、図面の様々な層用に示される材料は、好まし
い材料である一方、明示的に主張しないかぎりは、限定を目的とするものではない。この
発明の他の実施具体例において、他の材料を図面に示される材料を置換するために使用し
てもよい。さらに、この発明の他の実施具体例において一部の層を除去してもよいし、他
の層を追加してもよい。同様に、例示された厚みもまた、明示的に主張しないかぎりは、
限定を目的とするものではない。
【００３４】
　この発明は、最も実用的かつ好ましい実施具体例と現在考えられているものに関連して
記載される一方で、この発明が開示された実施具体例に限定されないことを理解すべきで
ある。それどころか、この発明は、添付の特許請求の範囲の精神および当該範囲内に含ま
れる様々な改良および同等の装置を保護することを目的としている。



(9) JP 2012-509397 A 2012.4.19

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(10) JP 2012-509397 A 2012.4.19

10

20

30

40

【国際調査報告】



(11) JP 2012-509397 A 2012.4.19

10

20

30

40



(12) JP 2012-509397 A 2012.4.19

10

20

30

40



(13) JP 2012-509397 A 2012.4.19

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,S
K,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,
BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,I
S,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PE
,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(74)代理人  100166936
            弁理士　稲本　潔
(72)発明者  クラスノフ，アレクセイ
            アメリカ合衆国、ミシガン　４８１８７、カントン、キャリエッジ　コーヴ　サークル、４２１１
            ６
Ｆターム(参考) 4K029 AA04  AA09  AA24  BA45  BB07  BB10  BC09  CA05  CA06  DC04 
　　　　 　　        EA05  EA08  FA01  GA01 
　　　　 　　  5B068 AA22  BC08  BC10  BC13 
　　　　 　　  5B087 CC02  CC14  CC16  CC18 
　　　　 　　  5G323 BA01  BB05  BC01  BC03 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

